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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に対して、論文審査委員から「SiC上でのグラフェンとカーボンナノチューブ
成長の違いについて」、「バッファ層の働きについて」、「第一原理計算法による計算方法
について」等について種々の質問がなされたが、いずれも著者によって適切な回答がな
され、質問者の理解が得られた。 
また、公聴会においても多数の出席者があり、「格子の不整合とファンデルワールス
力について」、「グラフェンと SiC基板の熱膨張率の差について」、「SiC基板へのイオン
ビーム照射方法について」、「ラマン分光の結果と第一原理計算との比較について」、「本
手法により生成されたグラフェンの工業的応用について」等について種々の質問がなさ
れたが、いずれも著者の回答によって質問者の理解が得られた。 
以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
